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PREPARACAO E CARACTERIZACAO DE HOMOJUNCOES
n-ZnO/p-ZnO OBTIDAS PELA TECNICA DE SPRAY-PIROLISE PARA
UTILIZACAO COMO SENSOR DE GAS ETANOL

Sandro A. Ibarra Sanchez, Herval R. Paes Junior

A homojuncéo p/n tém ampla aplicacdo em dispositivos e aparelhos eletrénicos, tornando-se
um importante aliado na construcdo de dispositivos sensores de gas devido a sua alta
sensibilidade e seletividade. Neste trabalho foi obtida a homojuncdo p/n com o uso da
técnica de deposicdo por spray pirélise nas temperaturas de deposicdo de 375 e 400°C, a
gual esta constituida de filmes de ZnO:Al(ZA) e co-dopados de ZnO:N:Al(ZNA) depositados
sobre substrato de vidro recoberto com ITO. Foram investigados e analisados os efeitos das
condicBes de deposicdo sobre as propriedades estruturais, morfolégicas e elétricas dos
filmes de ZA e ZNA, como material tipo n e p da homojuncao visando sua aplicagdo como
sensor de gas etanol. Medidas de difracdo de raios X (DRX) confirmaram que os filmes ZNA
sao policristalinos e possuem a estrutura hexagonal da wurtzita, com crescimento
preferencial ao longo do eixo ¢ (002). O tamanho do cristalito variou entre 34,73 e 48,27nm.
Resultados de caracterizacdo morfolégica mostraram que as temperaturas de deposicao
entre 375 e 400°C sao propicias para obter filmes com excelente uniformidade e aderéncia
ao substrato. As curvas da variacdo da condutividade elétrica em funcdo da temperatura (T)
para todos os filmes ZA e ZNA podem ser divididas em duas regides: regido de temperatura
alta (TA) para T> 400°C e regiao de temperatura baixa (TB) para T< 350 °C, cujos valores
meédios para energia de ativacado foram de 0,04 e 0,06 para filmes de ZA, respectivamente.
Para filmes de ZNA os valores médios de energia de ativacao foram de 0,36 e 0,23eV,
respectivamente. A caracterizacao elétrica realizada por efeito Hall mostrou que os filmes de
ZNA com dopagem entre 0,5 e 0,7%at tém condutividade tipo p, apresentando densidade de
portadores (+4,95x10") e mobilidade (5,05 cm?/V.s) maior que os outros filmes.
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